Oponentsky posudek na doktorskou disertacni praci

Ing. Stanislava Banase:

New Models of High Voltage Semiconductor Devices

for Radio Frequencies

Oblast navrhu analogovych soucastek a integrovanych obvodu je stale velmi vyznamna.
NedoteSené jsou zejména obvodové modely vykonovych unipolérnich soucastek. Pravé této
aktualni oblasti se doktorand ve své disertacni praci vénoval.

Autor praci rozdélil na 9 hlavnich kapitol. Po tivodu do problematiky jsou ve 2. kapitole
struéné popsany upravy struktur typu RESURF vedouci ke zvySeni prirazného napéti se
zachovanim nizkého odporu v sepnutém stavu. 3. kapitola popisuje behavioralni model
tranzistoru JFET s dvojitym hradlem vcéetné vlivu teploty a parazitnich kapacit. Model
parazitnich kapacit je podrobngji rozepsan ve 4. kapitole u riznych modifikaci JFETu a také je
uveden model parazitniho JFETu v dal$ich unipolarnich strukturach. V 5. kapitole je popsan
vytvofeny vysokofrekvenc¢ni model vykonového MODFETu platny v Sirokém rozsahu teplot a
rozmérl struktur az do frekvence vtadu GHz. 6. kapitola shrnuje vysledky vytvofeného
behavioralniho modelu pro ¢asovou simulaci zpétného zotaveni vykonovych diod. Nésleduje
7. kapitola obsahujici na konferenci publikované vysledky implementace bimodalniho
statistického rozlozeni do obvodovych modeld. V 8. kapitole jsou naznaceny vysledky simulace
jevu zaSkrcovani kandlu ve vykonovém JFETu. 9. kapitola shrnuje dosazené vysledky vcetné
podrobné specifikace podilu autora na jejich dosazeni. V zévéru prace je uveden relativné
rozséhly seznam pouZité literatury, soupis pouzitych programi a pfistroj.

Hlavnim cilem ptedlozené diserta¢ni prace bylo vytvoieni modelu vysokonapét'ového
dvouhradlového JFETu obsahujiciho jevy jako napét'ove zavisly pinch-off, narazovou ionizaci,
zpétné zotaveni, vysokofrekvenéni jevy nebo bi-modalni statistické rozdéleni simulovanych
parametrl. Tyto cile byly beze zbytku splnény, coz doklada v zavéru uvedeny seznam vlastnich
publikaci. Nékteré z vysledkii 1ze oznacit za zasadni piinos pro oblast obvodové simulace
vykonovych unipolarnich struktur. Patfi sem zejména zahrnuti vlivu parazitnich struktur a
roz§iteni modeld o vysofrekvenéni a ¢asové simulace.

Préce je po grafické a formalni strance dobfe zpracovana. V praci jsem nalezl relativné
malé mnozstvi nepfesnosti. Napiiklad nedisledné pouzivani velkych a malych pismen
V seznamu symboll ¢i nahodné potadi ¢islovani odkazii na literaturu.



K vlastnimu obsahu prace mam tyto dotazy a ptipominky:

1. V tvodu tvrdite, Ze modely byly ovéfeny v rozsahu — 50 az 200 °C. V praci jsem nalezl
vysledky v rozsahu —40 az 150 °C. Byla ovéiena platnost i v Krajnich bodech teplotniho
rozsahu?

2. Miizete podrobnéji vysvétlit, pro¢ je mozné pouzit podminku optimalniho soucinu
koncentrace dopantt a tlousStky epitaxni vrstvy 1 pro modifikované struktury RESURF
—vztah (2.5)?

3. Co oznacujete pojmem ,,drift capacitance* na str. 84?

4. Pokusil jste se pouzit pro objasnéni nékterych simulovanych jevi souc¢astkovou simulaci
(program Synopsys)?

5. Jakou konkrétni vyhodu vidite v zahrnuti bimodalniho statistického rozlozeni do
obvodové simulace?

Na zavér mohu konstatovat, ze autor prokazal schopnost samostatné tvurci védecké prace a
splnil vytéené cile. Predlozena prace obsahuje nové védecké poznatky a postupy, které byly
publikovany na mezinarodnich konferencich a v impaktovanych ¢asopisech a spliuje kritéria
kladena na doktorskou diserta¢ni praci. Celkovou odbornou uroven prace hodnotim i pfes
n¢které drobné vyhrady kladné.

Doporucuji proto praci Ing. Stanislava Banase k obhajobé.
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